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I - IDENTIFICACION

1. Asignatura : Fisica V
2. Nivel : Cuarto
3.  Horas semanales - 5 horas
4. Clases teoricas : 3 horas
5. Clases practicas : 2 horas
6. Total real de horas disponibles : 80 horas
7. Clases tedricas - 48 horas
8. Clases précticas : 32 horas

.-  JUSTIFICACION

Los semiconductores constituyen la base de la mayoria de los dispositivos electrénicos. El rapido desarrollo tecnoldgico hace posible
la aparicion de mejores y nuevas variedades de materiales semiconductores, posibilitando la produccion de elementos electrénicos
mas complejos.

Solo mediante un estudio de la electrénica fisica, en especial de la ciencia del estado sdlido, puede apreciarse la utilidad de un
dispositivo y comprender sus limitaciones. De esta manera es posible deducir y comprender sus caracteristicas externas.

El propdsito de esta asignatura es presentar una imagen clara y coherente del comportamiento fisico interno de los materiales
componentes de los dispositivos electrénicos.

.- OBJETIVOS

Analizar los conceptos fundamentales de la fisica moderna.

Analizar las leyes y principios basicos del comportamiento eléctrico y mecanico de los semiconductores y metales.
Describir el fenémeno de superconductividad de los materiales.

Aplicar las leyes y principios a situaciones concretas.
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IV.- PRE-REQUISITO

1. Fisicalll

V.- CONTENIDO

5.1. Unidades programaticas

Teoria especial de la relatividad e introduccién a la mecénica cuantica.
El estado cristalino

Balistica del electrén y sus aplicaciones

Niveles y bandas de energia

Conduccién en los metales

Conduccion en los semiconductores

Fenémenos fotoeléctricos

Superconductividad
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. Desarrollo de las unidades programaticas

Teoria especial de la relatividad e introduccién a la mecénica cuantica.
Teoria especial de la relatividad.
Modelos atémicos de Rutherfor y Bohr.
Espectros atomicos.
Rayos X.
Efecto Fotoeléctrico. Introduccion.
Efecto Compton.
Radiacién del cuerpo negro.
2. El estado cristalino
2.1. Elestado cristalino de los sélidos
2.2. Celda unidad
2.3. Simetria en los cristales
2.4. Indices de Miller
2.5. Estructura de los cristales
2.6. Difraccién de rayos X y de electrones
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